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Souhrn

Tato diplomova prace se zabyva piipravou a charakterizaci chalkogenidoveho skla o
slozeni (GeS;)o5.(Sh2S3)os u néhoz byla provedena dotace stiibrem o rtizném procentualnim
zastoupeni. Teoreticka Cast této prace se zabyva piipravou chalkogenidovych skel a jejich
vlastnostmi. Dale pak vlastnostmi mnou studovaného systému (GeS;)o5.(Sb2S3)os a popisem
metod, které byly pouzity pro charakterizaci skla. Dale je zde popsan a studovan jev
odporového spinani na tenkych vrstvach pfipravenych skel. V dal§i ¢asti prace jsou

diskutovany vysledky charakterizace a odporového spinani.
Kli¢ova slova
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Summary

This diploma thesis deals with preparation and characterization of chalcogenide
glasses with composition (GeS;)o 5 (Sb2S3)o 5. This samples were doped with silver in different
concentrations. The theoretical part of this work deals with preparation and properties of
chalcogenide glasses. Also, theoretical part deals with properties of studied glasses
(GeS2)o5.(Sh2S3)o 5 and description of the methods used for characterization. Also, there is
desribed the process of resistive switching. The discussion part focuses on result of

characterization and on result of resistive switching.
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Seznam zkratek

AFM — Mikroskopie atomarnich sil

DAH — DlouhovInna absorpcni hrana

DSC — Diferencni skenovaci kalorimetrie

EDX —Energiové-disperzni rentgenova spektrometrie
k — Extink¢ni koeficient

KAH — Kratkovinna absorpéni hrana

n — Index lomu

PMC — Programovatelnd metaliza¢ni cela

PLD - Pulzni laserovéa depozice

ro— Amplitudovy koeficient odrazu polarizace typu p
rs — Amplitudovy koeficient odrazu polarizace typu s
Ty — Teplota skelné transformace, [To] = K

UV — Ultrafialové elektromagnetické zateni

VIS — Viditelné elektromagnetické zareni

Z — Impedance, [Z] = Q

Z" — Realna ¢ast impedance

Z""— Imaginarni ¢ast impedance

A — Elipsometricky parametr, fazovy rozdil mezi p-polarizovanou vinou a s-polarizovanou

vinou

¥ — Elipsometricky parametr, pomér amplitud mezi p-polarizovanou vinou a s-polarizovanou

vinou
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Uvod

Hlavnim cilem této prace je studium chalkogenidového skla o slozeni
(GeS2)05.(Sh2S3)os a jeho pouziti jako pevného elektrolytu pro odporové spinani. Praveé
odporove spinani je v soucasné dobé jednim z velmi studovanych jevi, které by bylo mozno
pouzit pro ukladani dat. Odporové spinéani je zaloZeno na toku iontli mezi dvéma elektrodami
skrze iontové vodivy material, pficemz jedna z elektrod je z kovu difundujiciho ionty a druha

Z inertniho kovu.

Vzhledem k tomu, ze zijeme Vv dobé, ktera se nedokaze obejit bez pocitacu a bez
elektronického uchovavani informaci je vyzkum zabirajici se timto smérem velmi dulezity.
Elektronické uchovavani dat zacalo s kazetami, disketami a dal§imi zafizenimi, ktera vSak
nebyla schopna uchovavat data v pozadovaném objemu. Nasledovalo objeveni CD, jehoz
Cteni a zapis funguji na principu odrazu laseru. Vyvoj nezadrzitelné pokracoval s cilem
vytvofit zafizeni mensi s vyS$i kapacitou a vetsi rychlosti zapisu. Tak v dne$ni dobé mame

k dispozici blue-ray disky (optické paméti) a flash disky (elektrické paméti).

Na pielomu tohoto a minulého stoleti doSlo k objevu tzv. programovatelnych
metalizaénich cel (PMC). Pravé tyto cely siontové vodivym elektrolytem by mohly

v budoucnu slouzit jako nahrada paméti typu ,,flash*.
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